
Amplificatore a larga banda per 
ripetitori TV, bande IV/V, impiegante 
due BLW 98 in parallelo 

Viene descritto un amplificatore a larga banda (470 -r- 860 MHz) destinato a sostituire 
i convenzionali amplificatori accordati su singoli canali U.H.F. Il transistore impiegato è 
il BLW 98; l'amplificatore lavora in classe A . Per ottenere la potenza di uscita di 3,8 W, 
vengono impiegati due amplificatori (2 x BLW 98) identici accoppiati in ingresso e uscita 
mediante convenzionali accoppiatori ibridi coassial i . Questo progetto è destinato a 
semplificare l'instaliazione e il servizio degli amplificatori impiegati nei ripetitori operanti 
nelle bande IV e V U.H.F. 

1 - Introduzione 

Fino a poco tempo fa gli amplificatori per i ripe
titori TV venivano realizzati in forma di amplificatori 
accordati su un determinato canale; ciò per poter 
avere un guadagno di potenza molto elevato. Attual
mente ci si sta invece orientando su amplificatori a 
larga banda, e ciò in quanto, essendo questi amplifi
catori in genere, installati in luoghi poco accessibili, 
in caso di un eventuale guasto, l'esecuzione a larga 
banda permetterebbe una loro più rapida sostitu
zione. 

Il B L W 9 8 consente appunto di realizzare ampli
ficatori UHF a larga banda ultralineari. L'amplifica
tore descritto copre le bande UHF TV IV e V com
plete. In questo amplificatore, il BLW 98 lavora in 
classe A. 

Questo transistore deve considerarsi il successore 
del BLX 98 dal quale si differenzia per avere un gua
dagno in potenza più elevato (6,9 dB) e una potenza 
di uscita di circa 3,8 W (picco-sincronismo) ad un li
vello di intermodulazione di — 60 dB (misurato con 
il sistema delle tre^frequenze). 

Le condizioni di lavoro in classe A del BLW 98 
sono le seguenti: 
V C E = 25 V 
I c = 850 mA 

Nelle figure 1, 2 e 3 è riportato, in funzione della 
potenza, l'andamento: 
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Fig. 1 - Guadagno di potenza in funzione della frequenza. 



Fig. 2 - Impedenza d'ingresso (componenti in serie) in 
funzione della frequenza. (VCE = 25 V, Ic = 850 mA). 

Fig. 3 - Impedenza di carico (componenti in parallelo) in 
funzione della frequenza. (VCE = 25 V, Ic = 850 mA). 

Fig. 4 - Circuito equivalente dell'impedenza d'ingresso del 
transistore. 

Fig. 5 - Circuito equivalente dell'impedenza di uscita del 
transistore. 

1) del guadagno in potenza 

2) dell'impedenza d'ingresso (componenti in serie) 

3) dell'impedenza di carico (componenti in parallelo). 

2 - Le reti di uscita e di ingresso 

La rete di uscita, di cui in fig. 5 è riportato un 
circuito equivalente, deve essere realizzata con i l ra
me della piastra del circuito stampato; (fibra di 
vetro P T F E ; valore del dielettrico (ee) = 2,74; spes
sore = 1/16"). 

Per evitare di dover tagliare i terminali di base 
e di collettore del transistore, le reti rispettivamente 
di ingresso e di uscita « iniziano » con una strip-line 
(striscetta ricavata dal rame del circuito stampato) 
larga 6 m m lunga 10 mm. 

La resistenza caratteristica di queste strip-line è 
dell'ordine dei 40 Ci. 

Per ottenere i l migliore adattamento, la capacità 
di uscita del transistore unitamente all'induttanza co
stituita dalla bobina di arresto R F (choke) di collet
tore viene fatta risuonare sulla frequenza centrale 
della banda passante (470 - f - 860 MHz) . 

L a bobina di arresto è stata realizzata sotto forma 
di « strip-line », larga 2 mm ; per motivi pratici è 
stata collegata alla linea di trasmissione principale 
alla distanza di 3 m m dallo spigolo del transistore. 

Per ciò che riguarda la rete d'ingresso, di cui in 
fig. 4 è riportato un circuito equivalente si deve tener 
presente che nella banda di frequenze compresa tra 
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Fig. 6 - Schema elettrico completo dell'amplificatore lineare di potenza a larga banda equipaggiato con due transistori 
BLW 98. Banda amplificata 470 860 MHz. 67 



COMPONENTI 

Condensatori 

CI = C32 = 1...3,5 pF, trimmer con dielettrico a film (n. 
codice 2222 809 05001). 
C2 = C3 = C8 = C U = C16 = C17 = C30 = C31 = lOOpF, 
condensatori chip ceramici multistrato (n. codice n. 2222 
852 13101). 
C4 = C5 = C12 = C15 = C20 = C21 = 1,8 pF, condensa
tori chip ceramici multistrato, tipo ATC (American Tech-
nical Ceramics) 100A-lR8-B-Px-50. 
C6 = C7 = C27 = C28 = 1,4...5,5 pF, trimmer con dielet
trico a film (codice n. 2222 809 09001). 
C9 = C10 = C35 = 100 nF, condensatori poliestere 
C13 = C14 = 10 pF, condensatori chip ceramici multi
strato (codice n. 2222 851 13109). 
C18 = C19 = C33 = 10 u.F, 63 V, condensatori elettrolitici. 
C22 = C25 = 5,6 pF, condensatori chip ceramici multi
strato, tipo ATC 100A-5R6-B-Px-50. 
C23 = C24 = 6,8 pF, condensatori chip ceramici multi
strato, tipo ATC 100A-6R8-B-Px-50. 
C26 = C29 — 1,5 pF, condensatori chip ceramici multi
strato, tipo ATC 100A-lR5-B-Px-50. 
C34 = 470 nF, condensatore poliestere. 

Induttori 

L1,L3 = L2, L4 = striscetta di rame - strip-line - (Z c = 50 
fi), 34,0 x 4,3 mm 2*. 
L5 = L6 = 5,6 [xH; 29 spire di filo di rame smaltato av
volte strettamente (0,2 mm); diametro interno 3,0 mm. 
L7 = L8 = strip-line (Z c = 40 fi), 10,0 x 6,0 mm 2*. 
L9 = LIO = strip-line (Z c = 77 fi), 12,5 x 2,0 mm 2*. 
L l l = L12 = strip-line (Z c = 40 fi), 10,0 x 6,0 mm 2*. 
L13,L15,L17 = L14.L16.L18 = strip-line (Z c = 50fi) 
46,3 x 4,3 mm2*. 

* Queste strip-line sono ricavate dallo strato superiore del 
rame del circuito stampato; lo strato di rame opposto serve 
da massa; materiale in fibra di vetro PTFE, costante dielet
trica (£r = 2,74); spessore 1/16". La posizione esatta dei chip 
e dei condensatori variabili è indicata in fig. 10. 

Resistori 

RI = R2 = R5 = R6 = 100 fi ( ± 5%) resistori di poten
za, metal film, tipo PR37 (codice n. 2322 191 31001). 
R3 = R4 = R14 = 10 fi ( ± 5%), resistori a carbone tipo 
CR25. 
R7 = 1 kfl ( ± 5%) tipo CR25. 
R8 = 1,8 kfl ( ± 5%) tipo CR25. 
R9 = 150 fi ( ± 5%) tipo CR25. 
RIO = 220 fi, potenziometro-trimmer a carbone. 
R l l = 33 O ( ± 5%), tipo CR25. 
R12.= 220 fi (± 5%) resistore metal film di potenza tipo 
PR52 (codice n. 2322 192 32201). 
R13 = 5,6 f i ( ± 5%) e 6,8 fi ( ± 5%) collegati in parallelo; 
resistori smaltati a filo tipo WR 0617E (codice n. 2322 
330 22568 e 2322 330 22688). 

Semiconduttori 

D = BY 206. 
TI = T2 = BLW 98. 
T3 = BD 136. 
HI = H2 = accoppiatore ultraminiatura 3 dB — 90° mo
dello n. 10264-3, larghezza di banda 0,5 — 1,0 GHz. Pro
dotto dalla Anaren Microwave Inc. 

Fig. 7 - Schema elettrico del circuito per la polarizzazione 
di una sezione dell'amplificatore a larga banda. 

470 e 860 M H z , i l guadagno in potenza del B L W 98 
decresce nella misura di circa 5 dB per ottava. Di
mensionando opportunamente la rete d'ingresso è pe
rò possibile ridurre considerevolmente questa varia
zione e mantenere nello stesso tempo un ragionevole 
guadagno intorno a 860 M H z . Questo sistema d i com
pensazione si trova descritto ampiamente nel riferi
mento 2 della bibliografia. 

3 - Realizzazione pratica dell'amplificatore 

Fin qui abbiamo presentato sommariamente i dati 
essenziali che sono alla base del progetto di un solo 
amplificatore a larga banda impiegante i l B L W 98. 
In pratica, ciò che è richiesto da questo amplifica
tore non è solo una banda larga ma anche una di
screta potenza di uscita; quest'ultima po t rà però es
sere facilmente ottenuta collegando in parallelo due 
amplificatori come quello già descritto; ovviamente, 
i due ingressi e le due uscite di queste un i t à do
vranno essere collegate tra loro mediante convenzio
nali accoppiatori ibridi coassiali, a larga banda (3 
dB/90°, ingresso 50 f i ) . 

Questa configurazione consent i rà di avere una po
tenza di uscita doppia e, nello stesso tempo, un 
V S W R aggirantesi intorno a 1,2. La potenza riflessa 
viene infatti assorbita dal resistore di adattamento 
dell 'ibrido (50 f i) , formato in pratica da due resistori 
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Fig. 8 - Configurazione del rame del circuito stampato dell'amplificatore visto dalla parte dove verranno montati i com
ponenti (scala 1:1). 

Fig. 9 - Circuito stampato dell'amplificatore UHF a larga banda con i componenti montati. 69 



Fig. 10 - Circuito stampato dell'amplificatore visto dalla parte dove sono montati i componenti. Serve per mettere Hn evi
denza la posizione dei condensatori «chip» ceramici 3 «dei condensatori variabili con dielettrico a film. 
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Fig. 11 - Circuito stampato dei circuiti di polarizzazione 
di base e di collettore visto dalla parte del rame 

(metal film) di potenza, da 10012, collegati in paral
lelo. La stessa cosa dovrà essere fatta all'uscita delle 
due unità. 

In fig. 6 è riportato lo schema elettrico dell'ampli
ficatore di potenza a larga banda completo. Il cir
cuito di polarizzazione rispettivamente di base e di 
collettore di ciascuna unità amplificatrice è riportato 
in figura 7; il positivo del circuito stampato che con
sentirà la realizzazione pratica dell'amplificatore com
pleto è riportato in fig. 8 ; la fig. 9 indica invece lo 
stesso circuito con i componenti montati. La fig. 10 
dà invece un'idea dell'esatta posizione dei condensa
tori « chip » multistrato, e dei condensatori di accor
do (trimmer) con dielettrico a film. 

Le figure 11 e 12 indicano rispettivamente lo stam
pato del circuito di polarizzazione visto dalla parte 
del rame (fig. 11) e visto dalla parte dei componenti 
(figura 12). Evidentemente, per l'unità completa, oc
correranno due di questi circuiti di polarizzazione, 
uno per ciascun transistore BLW98. 

Anche il circuito stampato dove viene montato 
il circuito di polarizzazione è in resina epossidica con 
spessore di 1/16". Il circuito stampato sul quale viene 
realizzata l'unità completa è, come abbiamo visto, in 
resina epossidica PTFE con costante dielettrica er = 
2,74, spessore = 1/16". 

Siccome le linee di trasmissione (strip-line) devo
no essere realizzate con il rame del circuito stampato, 
quest'ultimo dovrà essere del tipo a doppio rivesti
mento; il foglio di rame sottostante servirà, in questo 
caso, da piano di massa. 

Tutti i componenti dell'unità si trovano sulla parte 
anteriore del circuito stampato come indicato in fig. 9. 
I collegamenti a massa devono essere fatti mediante 
rivetti che verranno saldati in una fase successiva. 
I collegamenti a massa dell'emettitore devono essere 
più corti possibili, ed è per questo motivo che vengono 

Fig. 12 - Circuito di polarizzazione visto dalla parte dei 
componenti. 

impiegati entrambi i terminali di emettitore del tran
sistore. 

I fori che servono per il fissaggio dei transistori 
al circuito stampato sono quadrati anziché rotondi; 
il che consentirà di saldare le striscette di rame che 
si trovano sotto i terminali dei due emettitori. 

Non ci stancheremo mai di far presente che i 
collegamenti a massa dovranno essere più corti pos
sibile. 

Inoltre, bisognerà fare in modo che la disposizione 
dei componenti dei due amplificatori sia più simme
trica possibile. 

La ditta Anarem, fornitrice degli ibridi coassiali, 
raccomanda che i fori di montaggio dei medesimi 
siano ben collegati a massa. La qual cosa viene fatta 
saldando le viti di montaggio dei due ibridi coassiali 
allo strato superiore e inferiore del rame del cir
cuito stampato. I due transistori dovranno essere 
avvitati su una piastra di rame (dissipatore di ca
lore) raffreddata ad acqua. Ciò consentirà di mante
nere la temperatura del dissipatore, durante le mi
sure, intorno ai 20 °C. Si consiglia di collegare a mas
sa anche il dissipatore di calore. 

I connettori coassiali impiegati sono del tipo SMA 
50 a 
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Fig 13. Curve di risposta tipiche relative all'amplificatore 
descritto. 

Prototipo di laboratorio dell'amplificatore UHF a larga banda di figura 6. Si notino i due accoppiatori ibridi 3 dB 
— 90° (ANAREN) che consentono il funzionamento in parallelo dei due BLW 98. 
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Appendice 1 — DATI TECNICI COMPLETI DEL TRANSISTORE DI POTENZA PHILIPS/ELCOMA BLW 98 DA IM
PIEGARE NEI RIPETITORI OPERANTI NELLE BANDE IV / V UHF 
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A p p e n d i c e 2 — DATI TECNICI COMPLETI DEI TRANSISTORI PHILIPS/ELCOMA BFQ 34, BLW 32 , BLW 34 
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